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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 1 7)): 

Beschreibung, Seiten 

1-42 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Ansp ruche, Nr. 

1-40 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

1-17 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentiichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schr'rftliche Sequenzprotokoll nicht Ober den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspriiche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erf indung 

1 . Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche Oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

□ die Anspruche eingeschrankt. 

El zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 1 3.1 , 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

□ aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale voriaufige Prufung fur folgende Teile der 
internationalen Anmeldung durchgefuhrt: 

El alle Teile. 

□ die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. beziehen. 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1 2, 1 3, 1 6, 1 8, 24, 28, 32-35, 37, 40 

Nein: Anspruche 1-11, 14, 15, 17, 19-23, 25-27, 29-31, 36, 38, 39 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 , 3, 7-9, 1 5, 1 7, 1 9-22, 25, 27, 31 -35 

Nein: Anspruche 2, 4-6, 10-14, 16, 18, 23, 24, 26, 28-30, 36-40 

Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-40 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Bescheides 

Der Prufung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt: 
Beschreibung: 

Seiten 1-42 in der ursprunglich eingereichten Fassung. 
Anspruche: 

Anspruche 1-40 in der ursprunglich eingereichten Fassung. 
Zeichnungen: 

Zeichnungen 1-17 in der ursprunglich eingereichten Fassung. 



Zu Punkt IV 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung: 

Diese Behorde hat festgestellt, daB die internationale Anmeldung mehrere Erfindungen 
oder Gruppen von Erfindungen enthalt, die nicht durch eine einzige allgemeine 
erfinderische Idee verbunden sind (Regel 13.1 PCT), namlich: 

Gruppe I (Erfindung I): 

Anspruche 1-18 : Verfahren zum Bearbeiten eines Wafers und entsprechende 
Vorrichtung. 

Gruppe II (Erfindung II): 

Anspruche 19-40: Wafer mit einer Tragerschicht und einer zwischen der Tragerschicht 
und dem Wafer angeordneten plasmapolymeren Trennschicht und Verfahren zur 
Herstellung des Wafers. 

Die Grunde dafur sind die folgenden: 

Die Recherche ergab folgenden fur die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung 
relevanten Stand der Technik: 

D1: Zusammenfassung von JP-A-071 06285 & JP-A-071 06285. 

Das Dokument D1 offenbart (s. Abb.2(a)-2(e) und Absatze [18] bis [23]) ein Verfahren 
zum Bearbeiten eines Wafers, der die Neuheit der Anspruche 1 , 3, 5-9, 15, 17 im Sinne 
von Artikel 33(2) PCT vorwegnimmt. 
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Ein Vergleich der vorliegenden Gruppen von Anspriichen mit dem genannten Dokument 
ergibt, daB die folgenden Merkmale einen Beitrag zum Stand der Technik liefem und 
daher als besondere technische Merkmale nach Regel 13.2 PCT betrachtet werden 
konnen: 

Gruppe I : die abgedunnte Ruckseite des Wafers wird beschichtet 
Gruppe II : die Trennschicht ist eine Plasmapolymere Schicht 

Diese besonderen technischen Merkmale sind voneinander unterschiedlich, so dass 
zwischen den Gegenstanden der o.g. zwei Gruppen von Anspriichen kein technischer 
Zusammenhang im Sinne der Regel 13.2 PCT besteht, der in einem oder mehreren 
gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck 
kommt. 

Folgende Probleme konnen, als durch die besonderen technischen Merkmale der 
Gruppen I und II gelost, betrachtet werden: 

Gruppe I : die Ruckseite zu schutzen und/oder elektrischen Kontakten zu bilden 
Gruppe II : die Herstellung der Trennschicht zu vereinfachen und zu automatisieren 
und ihre Adhasionseigenschaften zu beeinflussen 

Diese Probleme sind voneinander unterschiedlich oder im Stand der Technik bekannt 
(siehe oben). 

Weiter ergibt sich beim priifen der Frage, ob moglicherweise gemeinsame besondere 
technische Merkmale durch eine aquivalente technische Wirkung bestehen: 

- da(3 die technische Wirkung der ersten Gruppe in der Verbesserung der 
Kontakteigenschaften des Wafers besteht (z.B. ohmschen Kontakt, im Falle einer 
Ruckseiten-Metallisierung, das als einziges Beispiel dargestellt wird); 

- da8 die technische Wirkung der zweiten Gruppe in die hohere Warmeleitfahigkeit und 
das ruckstandsfreie Ablosen der Trennschicht vom Wafer zu sehen ist. 

Dies zeigt, dass ebenfalls keine aquivalente entsprechende technische Wirkung vorliegt. 
Daraus ergibt sich, daB weder auf der Grundlage der der jeweiligen Erfindung 
zugrundeliegenden Aufgabe, noch auf deren durch die besonderen technischen 
Merkmale jeder Erfindung definierten Losungen eine technische Wechselbeziehung 
zwischen den Erfindungen festgestellt werden kann, welche eine einzige allgemeine 
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erfinderische Idee verwirklicht. 

Somit liegt weder hinsichtlich der besonderen technischen Merkmale noch hinsichtlich 
der gelosten Probleme zwischen den genannten Gruppen von Anspruchen 
Einheitlichkeit der Erfindung nach Regeln 13.1 und 13.2 PCT vor. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erkiarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: Zusammenfassung von JP-A-071 06285 & JP-A-071 06285. 

D2: US-A-5268065 

D3: WO-A-99/48137 

D4: FR-A-2823012 

D5: Zusammenfassung von JP-A-05343376 & JP-A-05343376. 
D6: EP-A-981156. 

V.1 Mangelnde Neuheit 

V.1 .1 Mangelnde Neuheit - Erfindung 1 : 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 1-11, 14, 15, 17 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht 
neu ist. 

V.1 .1.1 Dokument D1 offenbart in Abb.2(a)-2(e) und Absatzen [18] bis [23] ein Verfahren 
zum Bearbeiten eines Wafers, der auf der Vorderseite (VS) Bauelemente tragt, mit 
folgenden Schritten: 

- Applizieren eines Schichtsystems (SS) (11,4) auf der VS des Wafers (1), wobei das 
SS zumindest eine die VS des Wafers kontaktierende Trennschicht (11) (TNS) und eine 
Tragerschicht (4) (TGS) umfaBt (s. Abb.2(c), (d)); 

- Abdunnen der Ruckseite (RS) des Wafers (s. Abb.2(d)), so dass das Schichtsystem 
den Wafer oder Teile des Wafers wahrend des Abdunnens schutzt oder tragt, 

so dass der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu 
ist. 
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Dazu offenbart D1 auch: 

- einen Schritt zum Vereinzeln des Wafers (cf. Abb 2(d)), wobei das SS den Wafer 
wahrend des Vereinzelns schutzt und tragt (Merkmale des Anspruchs 3); 

- vor der Fertigstellung des SS, das Strukturieren des Wafers durch Ritzen (s. Abb.2(a), 
(b)), so dass sich die gebildeten Strukturen (23) wahrend des Abdunnens der RS offnen 
und den Wafer vereinzeln (Merkmale des Anspruchs 5); 

- zum Abdiinnen der RS und Vereinzeln des Wafers wird schleifen eingesetzt, s. Absatz 
[20] (Merkmale der Anspruche 6, 15); 

- in Abb.2(e) und Absatze [14], [15], [21] ist ein Schritt dargestellt, in dem durch 
mechanische Einwirkung die Haftung der SS an dem Wafer verringert wird (z.B. mittels 
Druck vom "picker" (6)), und dann die TNS (11) mechanisch (mittels "picker" (6) und 
Anwendung von Vakuum (10)) vom Wafer enthaftet wird (Merkmale der Anspruche 7, 
8, 9). Aus dieser Abbildung ist auch sichtbar, dass das SS so appliziert worden ist, dass 
die TNS (1 1) an der TGS fester haftet als an der Vorderseite des Wafers (Merkmale des 
Anspruchs 17). 

Somit ist aus Sicht vom Dokument D1 der Gegenstand der Anspruche 1, 3, 5-9, 15, 17 
im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu. 

V.1.1.2 Dokument D2 offenbart in Abbildungen 1-5, Spalte 2, Zeile 56 bis Spalte 3, Zeile 
67; Spalte 4, Zeilen 27-35; Spalte 5, Zeilen 3-11; Spalte 5, Zeilen 47 bis Spalte 6, Zeile 
29, ein Verfahren zum Bearbeiten eines Wafers, der auf der Vorderseite (VS) 
Bauelemente tragt, mit folgenden Schritten: 

- Applizieren eines SS (1 5) auf der VS (12) des Wafers (11), wobei das SS zumindest 
eine die VS des Wafers kontaktierende TNS und eine TGS umfaBt (s. in Spalte 3, Zeilen 
14-35, "contact layer" als TNS und "support film" als TGS); 

- Abdiinnen der Riickseite des Wafers (s. Abb.3), so dass das Schichtsystem den Wafer 
Oder Teile des Wafers wahrend des Abdunnens schutzt oder tragt, 

so das der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 
Dazu offenbart D2 auch folgenden Merkmale: 

- in Spalte 5, Zeilen 54-66 und Abb.4 wird die abgedunnte Riickseite des Wafers 
beschichtet (Merkmale des Anspruchs 2); 

- die Riickseite des abgedunnten Wafers wird mittels Atzen geglattet, so dass sich die 
mechanischen Eigenschaften des Wafers andern, siehe Anspruche 4, 5 und Spalte 5, 
Zeilen 47-51 (Merkmale des Anspruchs 4); 
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- in Abb.5 und Spalte 6, Zeiien 9-16 wird durch mechanische Einwirkung (21) die 
Haftung der SS an den Wafer verringert, um dann die TNS mechanisch vom Wafer zu 
enthaften (Merkmale der Anspruche 7, 8, 9). Aus dieser Abbildung (und auch aus dem 
Wortlaut des Anspruchs 1 von D2, siehe "separating"-Schritt) wird auch dargestellt, dass 
das SS so appliziert worden ist, dass die TNS an der TGS fester haftet als an der 
Vorderseite des Wafers (Merkmale des Anspruchs 17); 

- die Ruckseite des Wafers wird durch Schleifen, Lappen oder chemisches Atzen 
abgedunnt, s. Spalte 4, Zeiien 30 bis 34 (Merkmale des Anspruchs 15). 

Somit ist aus Sicht vom Dokument D2 der Gegenstand der Anspruche 1 , 2, 4, 7-9, 15, 
17 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu. 

V.1 .1 .3 Dokument D3 offenbart in Abb.2b und 2c, Seite 4, Zeiien 4-1 3; Seite 7, Zeile 1 5 
bis Seite 8, Zeile 18; Seite 8, Zeile 36 bis Seite 9, Zeile 16 und Anspruche 1-15, ein 
Verfahren zum Bearbeiten eines Wafers, der auf der VS Bauelemente tragt, mit 
folgenden Schritten: 

- Applizieren eines Schichtsystems (SS) (2, 4) auf der VS (1 a) des Wafers (1 ), wobei das 
SS zumindest eine die VS des Wafers kontaktierende TNS (2) und eine TGS (4) umfaBt 
(s. Abb.2a, Seite 4, Zeiien 4-13 und Seite 7, Zeiien 26-28); 

- Abdunnen der Ruckseite des Wafers (s. Abb.2b und Seite 7, Zeiien 28-31) mittels 
Schleifen, Lappen oder Atzen, so dass das Schichtsystem den Wafer oder Teile des 
Wafers wahrend des Abdiinnens schutzt oder tragt (Merkmale des Anspruchs 15); 

- die Ruckseite des abgedunnten Wafers wird so geglattet, dass sich die mechanischen 
Eigenschaften des Wafers andem (chemische Bearbeitung) siehe Seite 8, Zeiien 1 , 2 
und Anspruch 8 (Merkmale des Anspruchs 4); 

- Vereinzeln des Wafers (cf. Abb 2 c), z.B. mittels Laser, wobei das SS den Wafer 
wahrend des Vereinzelns schutzt und tragt, s. Anspruche 2, 3 und Seite 8, Zeiien 4-9 
(Merkmale der Anspruche 3, 6); 

Dazu wird noch in Seite 8, Zeiien 11-15, Seite 9, Zeiien 11-16 und Anspruche 10, 1 1 das 
Verringem der Haftung der SS und die Trennung (z.B. mechanisch) des TNS vom Wafer 
dargestellt (Merkmale der Anspruche 7, 8, 9) und die Ruckseite des Wafers wird durch 
Schleifen abgedunnt (Merkmale des Anspruchs 15); 

Somit ist aus Sicht vom Dokument D3 der Gegenstand der Anspruche 1, 3, 4, 6-9, 15 
im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 5) (EPA-Aprll 1997) 



INTERN ATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/1 3434 



V.I .1.4 Dokument D4 offenbart in Abb.1 A bis 1 J , Seite 1 1 , Zeile 24 bis Seite 12, Zeile 

9; Seite 12, Zeile 25 bis Seite 13, Zeile 18; Seite 17, Zeilen 12-23; Seite 18, Zeile 16 bis 
Seite 20, Zeile 31; Seite 21, Zeilen 10-24, ein Verfahren zum Bearbeiten eines Wafers, 
der auf der Vorderseite (VS) Bauelemente tragt, mit folgenden Schritten: 

- Applizieren eines SS auf der VS des Wafers (10, 12), wobei das SS zumindest eine 
die VS des Wafers kontaktierende TNS (13) ("couche d'adhesion" in D4) und eine TGS 
(14) ("support de transfert" in D4) umfaBt (s. Abb.lA bis 1C und Seite 19, Zeilen 1-17); 

- Abdunnen der Ruckseite des Wafers mittels Schleifen, Lappen oder Atzen (s. Abb.1 D 
und Seite 19, Zeilen 18-24), so dass das Schichtsystem den Wafer oder Teile des 
Wafers wahrend des Abdiinnens schutzt oder tragt (Merkmale des Anspruchs 15); 

- Applizieren, auf der von dem Wafer abgewandten Seite der TGS, einer Schicht als 
Folie oder Masse gemaB Anspruch 14 (s. Abb.1 E; Seite 14, Zeilen 17-25 und Seite 19, 
Zeile 30 bis Seite 20, Zeile 2 und Anspruch 17); 

- Vereinzeln des Wafers (cf. Abb.1 F, 1G, Seite 13, Zeilen 15-18 und Seite 20, Zeilen 2- 
12), z.B. durch Laser, Sagen oder Atzen, wobei das SS (13, 14) den Wafer wahrend des 
Vereinzelns schutzt und tragt und nicht durchtrennt wird (Merkmale der Anspruche 3, 
6); 

- in Abb.1 1, 1J und Seite 21 , Zeilen 17-24, wird durch chemische Einwirkung die Haftung 
der Waferseitig benachbarten Schicht des SS an dem Wafer verringert (Merkmale der 
Anspruche 7, 8), die mechanische Enthaftung der Trennschicht von Teilen des Wafers 
ist in Seite 14, Zeilen 3-10 und Anspruche 15, 16 dargelegt (Merkmal des Anspruchs 

- die TNS (13) kann z.B. mittels CVD aufgebrachtes Si0 2 sein, siehe Seite 13, Zeilen 1- 
3, Seite 17, Zeilen 17-23 und Seite 19, Zeilen 1-7 (Merkmal des Anspruchs 10); 

- die TGS kann aus einer Kunstoff masse bestehen (s. Seite 11, Zeilen 1-7) (Merkmal 
des Anspruchs 11). 

Somit ist aus Sicht vom Dokument D4 der Gegenstand der Anspruche 1, 3, 6-11, 14, 
15 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu. 

Da der Anmelder die erforderlichen Gebiihren fur die vorlaufige Priifung beider 
Erfindungen rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser International vorlaufiger 
Bericht auf alle Anspruche. 

V.1 .2 Mangelnde Neuheit - Erf indung 2: 



Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatl 6) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BE1BLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/1 3434 



Die vorliegende Anmeldung erfiillt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 19-23, 25-27, 29-31, 36, 38, 39 im Sinne von Artikel 
33(2) PCT nicht neu ist. 

V.1.2.1 Die Entgegenhaltung D5 beschreibt (s. Zusammenfassung, Absatze [17]-[27] und 
Abb.2a) eine Zusammensetzung aus einem Wafer (3) aus Silizium mit elektronischen 
Bauelementen auf dessen Vorderseite eine Trennschicht (TNS) (11,12) angeordnet ist, 
die von einer Tragerschicht (TGS) (6) bedeckt ist. Laut Absatz [26], wenn eine 
Quartzplatte als TGS (6) benutzt wird, konnen die weiteren Schichten (11) (in Abb.2b 
zwischen (12) und (6) dargestellt) entfallen. 

Die TNS umfasst zwei (stofflich unterschiedliche) Zonen, als Schichten (11, 12) 
dargestellt, wobei die erste (11) aus Phosphorsilikatglas (Polymer) besteht, die zweite 
(1 2) aus SOG (Polymer) (s. auch letzer Satz aus Absatz V.3.2.2). 
Wie aus Abb.2c sichtbar, wird die TNS waferseitig im wesentlichen ruckstandsfrei 
getrennt, was darauf hindeutet dass die TNS am TGS fester haftet als an dem Wafer. 
Daraus geht hervor, dass die zwei Schichten der TNS eine an der TGS angrenzende 
Adhasivzone (12) und an den Wafer angrenzende Dehasivzone (11) bilden (diese TNS 
entspricht einer Gradientschicht mit zwei verschiedenen Zonen). 
Daher sind die Merkmale der Anspruche 19-22, 25 nicht neu. 

Der Wafer aus Abb.2a wird durch das Verfahren aus Abb. 1a bis 1d gebildet, das die 
Merkmale der Anspruche 29, 30 vorwegnimmt. Die TNS (1 2) besteht aus PSG und wird 
mittels CVD abgeschieden (s. Absatz [18] in D5), wobei der Ausdruck "CVD" 
Plasmaschritte (PECVD) einschliesst. 

Die Erzeugung der TNS erfolgt durch Anderung der Abscheidebedingungen urn die 
(stofflich unterschiedliche) o.g. Dehasivzone (11) und "Adhasivzone" (12) zu bilden 
(Merkmale des Anspruchs 31). 

Die Vorderseite des Wafers wird in Abb. 1a strukturiert, als Vorbereitung fur eine 
nachtragliche Trennung in einzelnen Elementen, dann in Abb.2b von seiner Ruckseite 
her abgedunnt. Die TNS und TGS werden nach dem Abdunnen, entsprechend Abb.2c 
entfemt (mittels Atzen, wie auch in der Anmeldung in Seite 24, Zeilen 18-20 
vorgeschlagen) (Merkmale der Anspruche 36, 38, 39). 

Somit ist aus Sicht vom Dokument D5 der Gegenstand der Anspruche 1 9-22, 25, 29-31 , 
36, 38, 39 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu. 

V.1.2.2 Die Entgegenhaltung D6 beschreibt (s. Seite 3, Zeilen 18-36; Seite 4, Zeilen 9 
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bis 53; Seite 5, Zeilen 13-30 und Abb.1-5) eine Zusammensetzung aus einem Wafer (3) 
aus Silizium mit elektronischen Bauelementen (s. Seite 2, Zeilen 43-45) auf dessen 
Vorderseite eine TNS (2) angeordnet ist, die von einer Tragerschicht (TGS) (1) bedeckt 
ist und die an der TGS fester haftet als an dem Wafer (s. Abb.5). 
Die TNS besteht aus einer Polymerschicht (s. Seite 4, Zeilen 9-53), umfasst einen 
vormals flussigen Precursor als integralen Bestandteil (s. Seite 6, Beispiel 1 "ethyl 
acetate solution"), ist mechanisch und im wesentlichen ruckstandsfrei vom Wafer 
enthaftbar und trennbar, wie aus Abb.5 sichtbar. 

Die TGS (1) besteht auch aus einem polymeren Material, s. Seite 3, Zeilen 21-27. 
Somit ist aus Sicht vom Dokument D6 der Gegenstand der Anspruche 1 9-21 , 23, 25-27 
im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu. 

V.2 Mangelnde erfinderische Tatigkeit 

V.2.1 Mangelnde erfinderische Tatigkeit - Erfindung 1 : 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 2, 4-6, 10-14, 16, 18 nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht. 

V.2.1. 1 Die Durchfuhrung im Verfahren aus D1 der in den Anspruchen 2, 4 vorgeschla- 
genen Schritte (z.B. Ruckseitenbeschichtung und Glatten) kann nicht als erfinderisch 
betrachtet werden, weil diese Schritte schon fur den gleichen Zwecken bei den ahnlichen 
Verfahren aus D2 und D3 benutzt worden und daher als ublich dargestellt sind (siehe 
oben stehende Absatze V.1 .1 .2 und V.1 .1 .3). 

Dasselbe gilt fur das Ausharten der Tragerschicht laut Anspruch 13, das im Rahmen 
dessen liegt, was ein Fachmann zu tun pflegen wurde im Fall der Verwendung eines zu 
weichen Tragerschichtmaterials. 

Daher ist es fur den Fachmann moglich, diese bekannten Merkmale ohne weiteres auch 
im Verfahren aus D1 mit entsprechender Wirkung anzuwenden und auf diese Weise 
ohne erfinderisches Zutun zu einem Verfahren gemaB den Anspruchen 2, 4, 13 und 
16 zu gelangen (Anspruch 16 besteht lediglich in der Kombination der Merkmale der 
Anspruche 1, 2, 3, 4, 9 und 13). 

Die Dokumente D2, D3, D4 werden als gleichwertig mit D1 angesehen und konnten 
somit ebenso (von jedem ausgehend) fur dieser Bewertung des Standes der Technik 
herangezogen werden. 
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V.2.1.2 Die Vorrichtung aus Anspruch 18 besteht lediglich in einer Auflistung der Mittel 
(z.B. Anlagen), die notig sind, um alle Schritte des Verfahrens aus den Anspruchen 1-3, 
5, 7 und 9 durchzufuhren. Wie in den oberen Paragraphen V.1 .1 .1 und V.1 .1 .2 erwahnt, 
ist ein solches Verfahren bekannt Oder naheliegend. 

Ein Verfahren kann aber nur durchgefuhrt werden, wenn die entsprechende Vorrichtung 
vorhanden ist. Wenn das Verfahren bekannt oder naheliegend ist, ist es die 
entsprechende Vorrichtung zwangslaufig auch, siehe z.B. in D3, Seiten 9, Zeile 35 bis 
Seite 10, Zeile 14, der letzte Paragraph auf Seite 11 und Seite 12, so dass der 
Gegenstand des Anspruchs 1 8 nicht auf einer erf inderischen Tatigkeit beruht (Artikel 
33(3) PCT). 

(Dies gilt fur jedes der Dokumenten D1 bis D4). 

V.2.1.3 Die restlichen abhangigen Anspruche 10-12, 14 enthalten keine zusatzlichen 

Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie 
sich beziehen, aus Sicht von D1 die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische 
Tatigkeit erfullen. Die Grunde dafur sind die folgenden: 

- bezuglich der Auswahl der Materialien derTNS und TGS und deren Aufbringen ist dem 
Fachmann bekannt, dass die Alternativen aus den Anspruchen 10, 11, 12 schon fur 
denselben Zweck bei einem ahnlichen Verfahren benutzt worden sind (vgl. dazu 
Dokument D4, insbesondere Seite 10, Zeile 17 bis Seite 1 1 , Zeile 9; Seite 12, Zeilen 25 
bis Seite 13, Zeile 4; Seite 17, Zeilen 17-23; Seite 19, Zeilen 1-7 und Anspruch 5), mit 
den betreffenden Merkmalen aus D1 gleichwertig sind und gegen diese im Bedarfsfall 
ausgetauscht werden konnen. Daher handelt es sich bei den Merkmalen der Anspruche 
10, 11, 12 nur um einige von mehreren naheliegenden Moglichkeiten, aus denen der 
Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umstanden entsprechend auswahlen wurde, 
um die gestellte Aufgabe zu losen; 

- eine Verstarkung oder Stabilisierung des Schichtsystems mittels einer zusatzlichen 
Folie oder Masse gemaS Anspruch 14 ist aus D4, Seite 14, Zeilen 17-25 und Seite 19, 
Zeile 30 bis Seite 20, Zeile 2, bekannt. 

Wenn der Fachmann den gleichen Zweck im Verfahren aus D1 erreichen will, ist es ihm 
ohne weiteres moglich, diese Merkmale mit entsprechender Wirkung beim Verfahren 
von D1 anzuwenden und auf diese Weise ohne erfinderisches Zutun zu einem 
Verfahren nach Anspruch 14 gelangen. 

V.2.1.4 Aus den selben Grunden als in Absatz V.2.1.3 erwahnt, enthalten die aus Sicht 
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der Dokumente D2, D3, D4 restlichen abhangigen Anspruche keine zusatzlichen 
Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie 
sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen: 

- die abhangigen Anspruche 5, 6, 10-12, 14 enthalten aus Sicht von D2 keine 
zusatzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, 
auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische 
Tatigkeit erfullen; 

- die abhangigen Anspruche 5, 10-12, 14 enthalten aus Sicht von D3 keine zusatzlichen 
Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie 
sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen; 

- die abhangigen Anspruche 5, 12 enthalten aus Sicht von D4 keine zusatzlichen 
Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie 
sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen. 

V.2.2 Mangelnde erfinderische Tatigkeit - Erf indung 2: 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 23, 24, 26, 28-30, 36-40 nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht. 

V.2.2.1 Im Stand der Technik D6 wird ein Verfahren zur Herstellung einer Zusammen- 
setzung aus einem Wafer (3), einer TGS (1) und einer zwischen der TGS und dem 
Wafer angeordnete TNS dargestellt, das folgende Schritte umfasst: 

a) Bereitstellen eines Wafers (3); 

b) Versehen des Wafers mit einer TNS (2) so dass diese an dem Wafer haftet; 

c) Aufbringen einer TGS (1) auf die TNS, so dass die TNS an der TGS fester haftet als 
an dem Wafer (s. Abb.5). 

Der Gegenstand des Anspruchs 29 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Verfahren aus D6 dadurch, daB die TNS mittels Plasma abgeschieden ist. 
Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, eine Haftschicht auf einem Si-Wafer zu bilden. 

Laut Seite 3, Zeilen 32, 33 ("dry laminate") und Seite 4, Zeilen 9, 10 in D6 kann das TNS 
aus D6 mit jedem beliebigen (nassen Oder trockenen) Verfahren hergestellt werden, 
soweit die Bedingungen aus Absatz [24] ("elastic modulus") erfullt sind. 
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Die Benutzung von Plasma-Abscheidung fur Polymer-Trennschichten in ahnlichen 
Verfahren ist aber allgemein bekannt, siehe D5 (s. oberen Absatz V.1.2.1) oder in D4 
(s. Seite 12, Zeile 25 bis Seite 13, Zeile 14, die PECVD abgeschiedene Polymer TNS 
13 von Abb.1 B) und so dass ein PECVD-Schritt in D6 in naheliegender Weise von dem 
Fachmann in Betracht genommen wird, und auf diese Weise ohne erfinderisches Zutun 
zu einem Verfahren gemaB der Anspruche 29, 30 gelangen. 

Die Vorderseite des Wafers wird in Abb. 2 strukturiert (als Vorbereitung fur die 
nachtragliche Trennung in einzelnen Elementen), der Wafer wird dann von seiner 
Ruckseite her abgedunnt und in einzelnen Elementen getrennt (s. Abb.4) und die TNS 
und TGS werden in Abb.5 entfernt (Merkmale der Anspruche 36, 38-40). 

Der Gegenstand der Anspruche 29, 30, 36, 38-40 ist daher im Hinblick auf das 
Dokument D6 und den allgemeinen Stand der Technik nicht erfinderisch (Artikel 33(3) 
PCT). 

V.2.2.2 Bezuglich der restlichen abhangigen Anspruchen: 

- die Verwendung eines flussigen Precursors bei CVD einer PSG-Schicht wie in D5 ist 
ublich (Merkmal von Anspruche 23). Eine PSG-Schicht ist von einem Si-W^fer 
mechanisch enthaftbar (Merkmal von Anspruch 26); 

- die ruckseitige Abdunnung des Wafers (Abb.2b in D5) konnte in D5 ohne 
erfinderisches Zutun weitergefuhrt werden, wenn eine Trennung des Wafers in einzelnen 
Bauelemente gewunscht ware, siehe z.B. D6, Abb.4 (Merkmal von Anspruch 40); 

- die Verwendung einer TNS (und auch einer TGS) mit moglichst hoher Warmeleit- 
fahigkeit und hohen Haftungseigenschaften unter thermischem Stress (Anspruche 24, 
28) ist naheliegend, aus evidenten Grunden des Schutzes des Wafers vor 
unerwunschter thermischer Beschadigung. Darum wurde der Fachmann ohne erfinderi- 
sches Zutun, den Umstanden entsprechend, Materialien mit solchen Eigenschaften 
auswahlen um die TNS in D5 oder D6 zu bilden. 

- die Durchfuhrung der im Anspruch 37 vorgeschlagenen Schritte (z.B. Ruckseiten- 
beschichtung) kann in keinem der Verfahren aus D5 oder D6 als erfinderisch betrachtet 
werden, weil diese Schritte schon fur den gleichen Zweck bei den ahnlichen Verfahren 
aus D2 benutzt worden und als ublich dargestellt sind, siehe in D2, Spalte 5, Zeilen 54 
bis 57 und die Metallschicht 18 in Abb.4. 
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Der Gegenstand der Anspruche 23, 24, 26, 28, 37, 40 ist daher im Hinblick auf D5 und 
dem allgemeinen Stand derTechnik nicht erfinderisch (Artikel 33(3) PCT). 
Der Gegenstand der Anspruche 24, 28, 37 ist daher im Hinblick auf D6 und dem 
allgemeinen Stand derTechnik nicht erfinderisch (Artikel 33(3) PCT). 



V.3 Bemerkungen: 

Bestimmte Anspruche wurden in Betracht der folgenden Bemerkungen interpretiert. 

V.3.1 Bemerkungen - Erfindung 1 : 

In dem Vorrichtungsanspruch 18 beziehen sich einige der Merkmale auf ein Verfahren 
zur Verwendung der Vorrichtung und nicht auf die Definition der Vorrichtung anhand 
ih rer technischen Merkmale (Anlagen). Die beabsichtigten Einschrankungen gehen 
daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus dem 
Anspruch hervor. AuBerdem, ist unter z.B. "Mittel zum Abdunnen der Ruckseite eines 
Wafers" lediglich jedes Mittel zu verstehen , der sich zum Abdunnen der Ruckseite eines 
Wafers eignet. 

Daher wurde Anspruch 18 entsprechend der Beschreibung in Seite 21 (Zeilen 5-15) 
interpretiert (nur Anlagen-Merkmale). 

V.3.2 Bemerkungen - Erfindung 2: 

V.3.2.1 Aus der Beschreibung auf Seite 22, Zeilen 1-5 und Abb.1 , 2 und Seite 32, Zeilen 
11 bis 15 geht hervor, daB das folgende Merkmal fur die Definition der Erfindung we- 
sentlich ist: 

- die Trennschicht ist auf die Vorderseite des Wafers angeordnet (s. auch Anspruche 21 , 
30); 

Da die unabhangigen Anspruchen 19, 29 dieses Merkmal nicht ehthalten, entsprechen 
sie nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daB 
jeder unabhangige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muB, die fur die 
Definition der Erfindung wesentlich sind. 

V.3.2.2 Obendrein entspricht Anspruch 19 nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, 
weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In dem Anspruch 19 
wird versucht, ein Gegenstand (die Trennschicht) durch sein Herstellungs-verfahren 
("Plasma") zu definieren. Ein auf ein Gegenstand gerichtetes Anspruch muss anstatt 
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durch Verfahrensschritte durch Gegenstandsmerkmale definiert werden (z.B. "polymere 
Schicht" anstatt "plasmapolymere Schicht"). 

Dazu vermittelt die Beschreibung den Eindruck, daB die "plasmapolymere" Trennschicht 
eine Si0 2 Schicht ist, die mittels eines Plasmas aus HMDSO und Sauerstoff 
abgeschieden wird, und daB keine Altemativen zu diesen Parametern vorgesehen sind 
(s. Tabellen 1, 2). Somit wird der Anspruch 29 nicht, wie in Artikel 6 PCT 
vorgeschrieben, durch die Beschreibung gestutzt. 

In den oberen Absatzen 1.2.1 und 1.2.2 wurde fur den Anspruch 19 das Merkmal 
"plasmapolymere Schicht" als "polymere Schicht" interpretiert. 

V.3.2.3 In den Anspruchen 19 und 29 wird die Trennschicht als eine "plasmapolymere 
Schicht" beansprucht, die an der Tragerschicht fester haftet als an dem Wafer. 
Solche funktionellen Angaben ermoglichen einem Fachmann nicht, festzustellen welche 
technischen Merkmale notwendig sind, urn die genannten Funktion durchzufuhren. Es 
ist offensichtlich, daB nicht jedes "plasmapolymer" in der Lage ist die gewunschten 
Adhasionseigenschaften vorzuweisen. 

Aus der Beschreibung stellt sich heraus, dass eine niedrigere Haftung der TNS an der 
Waferflache mittels einer Dehasivzone laut Anspruche 22, 31 gewunscht wird. 
Die Merkmale der Anspruche 22, 31 sind also technischen Merkmale, die fur die 
Klarheit der Anspruche 19, 29 wesentlich sind (Artikel 6 PCT in Verbindung mit Regel 
6.3 b) PCT). 

BezQglich der Bildung der Dehasivzone der Anspruche 22, 31 zeigt die Beschrei-bung, 
daB diese Zone nur mit speziellen Mitteln erzeugt ausgefuhrt werden kann (und dass 
keine Altemativen zu diesen Mitteln vorgesehen sind), namlich in dem die Wafer- 
Oberflache vor dem Plasma-Schritt mit einem fliissigen Precursor vernetzt wird (Silikondl 
oder Polydimethylsiloxan, s. Seite 34, Zeilen 1 bis 26 und Seite 40, Zeilen 18-26) der als 
trennaktive Substanz wirkt und nach dem Plasma-Schritt ein Bestandteil der TNS wird. 
Dies entspricht den Merkmalen der Anspruche 32, 33, 35 die als fehlende notwendige 
technische Merkmale betrachtet werden, die zur Klarheit der Anspruche 22, 31 
wesentlich sind. 

V.3.2.4 Die Anspruche 24, 33 entsprechen nicht den Erfordemissen des Artikels 6 PCT, 
weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. Es wird versucht, den 
Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu def inieren (Haftung der TNS an dem 
Wafer bei Temperaturen bis 400°C, eine Trennaktive Substanz); damit wird aber 
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lediglich die zu losende Aufgabe angegeben, ohne die fur die Erzielung dieses 
Ergebnisses notwendigen technischen Merkmale zu bieten (z.B.: welche Materialien 
kommen in Frage, welche Parameter sind notig um das Ergebnis zu erreichen ?). 
In der Beschreibung (s. Seiten 40-42) wird als einziges Beispiel der TNS eine durch 
PECVD mittels HMDSO (organischer Precursor) abgeschiedene Si0 2 -Schicht dargestellt. 
Der flussige Precursor als trennaktive Substanz wird in Seite 34, Zeilen 1 bis 26 und 
Seite 40, Zeilen 18-26 dargestellt. Diese Merkmale wurden die Klarheit der Anspruche 
24, 33 wiederherstellen. 

V.3.2.5 Der Anspruch 40 ist nicht klar und erfullt die Erfordernisse des Artikels 6 PCT 

insofern nicht, als der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist, weil es 
einem Fachmann nicht ermoglicht festzustellen, welche technischen Merkmale 
notwendig sind, um durch Abdunnen oder Entfernen der TNS und TGS, eine Trennung 
des Wafers mit Ausnahme der Runkseitenmetallisierunq in einzelne Elemente zu 
bewirken: bei Abdunnen (von der Ruckseite) wird die Riickseiten-metallisierung 
zwangslaufig entfemt. 

V.3.2.6 Die in den abhangigen Anspruche 31, 32, 33, 35 enthaltene Merkmalskombina- 
tion ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn 
nahegelegt. 
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